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Segunda parte del ejercicio

Desarrolle una sola pregunta.
Supuesto N° 1

Es usted el técnico responsable de un microscopio electronico de transmisién de 200 kV
de emisién por efecto campo. Entra el lunes por la mafiana en el laboratorio donde se
encuentra el microscopio para prepararlo y asegurarse que se encuentre en perfectas
condiciones para que un usuario pueda realizar, por la tarde, la observacién de su
muestra. Este usuario necesitard obtener imégenes de alta resolucion, difraccién de
electrones y microandlisis por EDS. |
1. Indique las verificaciones que realizard en el equipo antes de comenzar a
trabajar. |
2. Describa el procedimiento de alineacién de la columna que efectuard, indicando
el tipo de muestras que utilizaria en su caso.
3. Describa los procedimientos de calibracion y/o verificacion que le parezcan
~oportunos, indicando asimismo las muestras que utilizaria. Indicar la frecuencia
con que considera que estos procedimientos deben llevarse a cabo para‘ la

correcta operacion del microscopio.

Nota: El concursante puede especificar un tipo y modelo concreto de TEM para realizar
el gjercicio. También puede especificar si lo realiza con un TEM convencional o con un

STEM.
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Supuesto N° 2
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2016

Esta observando una muestra cristalina de ZrogsY0.1501.93 (Fm-3m, a=5.127 A) en un

TEM de 200 kV (A=0.0251 A).

1.- Describa el procedimiento que seguira para alinear la muestras seglin un eje de zona

de alta simetria.

Una vez que lo ha conseguido, obtiene el siguiente diagrama de difraccion de electrones

por seleccion de area (SADP, L=200 cm):
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2.- Indéxelo identificando los puntos mas préximos al spot central y obtenga el eje de

zona.
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Describa cémo realizaria la preparacion de las siguientes muestras para su estudio

mediante microscopia electrénica de transmision:

1. Una pelicula delgada ceramica depositada sobre una oblea de Si monocristalino.

Observacién en seccidn transversal (cross-section).

2. Un material polimérico masivo. Este material estd compuesto por elementos de

bajo niimero atémico que presenta baja variacion en la densidad electrénica.

En ambos casos’ se valorard que se especifiquen materiales, muestras y condiciones

concretas de preparacion elegidos por el concursante.




